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SiIa pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA
muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan
ini.
Jawab KESEMUA LIMA soalan.
Kesemuanya najfb Oijawab di dalam Bahasa Malaysia.
o
Pemalar
Ketelusan ruang bebas = B-85 x 10-14 t/"^
Pemalar dielektrik relatif SiO2 = 3.9
Pemalar dielektrik relatif Si = 11.8
Pemalar dielektrik relatif Ge = 16
Cas elektronik = 1.5 x 10-19 c
Pemafar Boltzmann = 8.62 x L0-5 eV/K
Jurang Jalur Tenaga Silikon = 1.1 eV
Pekal-i pengasingan keseimbangan boron dalam si.l-ikon = 0.8
Nombor Avogadro = 6.02. x LO23 molekul/mol
Berat atom boron = 10.8 g/mol
Ketumpatan silikon lebur = 2.53 g/cn3
Kepekatan pembawa intrinsik silikon pada suhu bilik
= r.5 x lolo 
"*-3Kepekatan pembawa intrinsik germanium pada suhu bilik
= 2 .5 x 1013 
"rn- 
3
Fungsi kerja silikon = 5.2 eY
Fungsi kerja aluminium = 4.3 eV
I. ( a ) Bahan semikonduktor biasanya membentuk kepada tiga
struktur hablur asas. Terangkan dua daripadanya
dan lukiskan permukaan ( 100 ) -











Sitikon polihablur gred etektronik seberat 60 kg
dimasukkan dalam mun-gfuX pijar bersama-sama dengan
5.3 mg boron.--- ner#akan kepekatan keseimbangan
boron di dalam jongkong?
(50/100)
Tunjukkan bahawa hasildarab kepekatan }ohong
keseimbangan 
-Autt kepekatan elektron keseimbangan
adalah }repekatan pLmbawa intrins ik kuasa dua
2.(.oPo - ni ) di dalam keseimbangan terma
(30/100)
Penghampiran suntikan paras rendah sela1u digunakan
untuk menilai keberkesanan peranti semikonduktor'
Terangkan 
"pu 
-'Vuttg dimaksidkan sebagai suntikan
paras rendah. t'puxlr' pula suntikan paras tinggi?
( 20l r00 )
Bahan silikon telah terdop dgng-an- lot' t*-3 indiumpada 300 K. Di manakah kedudukan paras Fermj-
merujuk kepada paras Fermi intrinsik? Apakah akanberlaku j ika pendopan yang sama dilakukan ke atas
bahan germanium?
2.
( 30/ 100 )
( c ) satu simpangan p*-.1 sirikon telah dipincang 6ong-
sang praJld v. ' Nitai kapasitansnya adalah 4.06 x
10-4 pF. Jika diameter keratan rentas simpangan
adatan 2.0 Uft, beraPakah
( i ) luas rantau kesusutan?
(ii) jumlah cas Positif?
( 5o/ ro0 )
Terangkan perbezaan di antara runtuh zener dan
runtuh runtuhan.
( 2ol loo )
Luas keratan rentas satu simpangan p--t silikon
adalah 10-3 .*2. Simpangan ini telah dipincang
depan 0.5 v, p"ai 
""rt"-ni-iiX 
Oan didapati 0'56 pA
arus nlengaliri Jika masa hayat lohong-adalah l- Us









( c ) Satu sampel silikon yang terdedah kepada cahaya1< 
_3
mempunyai kepekatan el-ektron keseimbangan 1O'- cm
Masi hayat elektron dan lohong adalah 1 ps. Jikaparas Fermi kuasi elektron berada 0.5 eV di atasparas Fermi intrinsik, di manakah kedudukan parasFermi kuasi lohong merujuk kepada paras Fermi
intr ins ik?
( 40l100 )





tapak adalah o.33 urn untuk satu transistor p'-n-P silikon.
Kepekatan bendasing di pengeluar adatah 5 x 1018
-3cm Berapakah voftan sentuhan di simpangan
pengfumpul-tapak, jJ-ka voltan sentuhan di simpangan
" pengeluar-tapak ada.Iah 0.86 V dan kepekatan benda-
sing di pengumpul,adalatr 1015 .*-3?
(4o/100)
( c ) Satu transj-stor pnp mempunyai kelincahan lohong di
tapak 450 .*2/V-= dan luas rantau neutral di tapak
1 um pada suhu bilik. Arus pengumpul adalah 0.12 Adan arus tapak adal-ah 0.5 nA. Berapakah masa hayat
lohong di tapak?
(2 0 / 1001
kesusutan bagi simpangan pengeluar-
+
( b ) Panj ang rantau
(a)5.
(40/100)
Apakah kesan memincang substrat transistor kesan





(b) Satu transistor SOL saluran n berget afuminium di-
fabrikasikan di atas substrat silikon dengan
16 
-?kepekatan penerima 5 x 10'" cm Cas berkesan
antara muka adalah 4 x 1010 q c1cm2 dan ketebalan
silikon dioksj-da adal-ah 600 R. Berapakah voltan
ambangnya?
( 50/100 )
yang sama sePerti soalan 5(b),
voltan ambang j ika substratnYa
\1?
( 30/100 )
(c)
- oo&Oe-
